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Rellene sus datos personales

Esta hoja sera grapada a los folios con las soluciones correspondientes
Comience cada ejercicio en cara nueva de folio
Compruebe que tiene todas las cuestiones y ejercicios resueltos
El examen debera ser escrito a boligrafo
No usar boligrafo rojo ni Tipp-Ex

Se puede utilizar calculadora pero debe ser NO programable

No puede usarse ninguna hoja o documento que no sean lo que ha

proporcionado el profesorado

PARTE 1 NOTA
Cuestion 1 Ejercicio 1 Ejercicio 2 PARTE 1
10.75 /3 [1.5

CUESTION 1
Se caracterizan varios bloques de material con los siguientes resultados:

Bloque A Bloque B Bloque C Bloque D
N¢ (cm—3) 4.7 1017 24101 1.3 1015 7.21018
Ny (cm-3) 9.01018 3.610!8 5.7 1017 1.21071°
Eg (eV) 1.43 15.7 68.4 36.7
Ha (cm?/(Vs)) 8500 1300 200 3500
Hp (cm?/(Vs)) 400 700 300 7200

Solo uno es material semiconductor. ;Cual? Razone su respuesta en base a los datos de la tabla.

Calcule la conductividad en el caso intrinseco a una temperatura de 315K.

Datos: k=86.210°¢eV/K,q=1.6 10-1°C
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EJERCICIO 1

Sea el siguiente circuito basado en un transistor bipolar NPN y un transistor NMOS, donde
todos los condensadores son de desacoplo.

Vs fuente de tension alterna, Rz = 5.4 kQ),

R3=600Q, R =750, Rs=200 Q R1
NPN: considere Vgg = 0.7 V si la unién :l
BE esta en directa

NMOS: Vi = 1V, K = 20 pA/V2

De acuerdo a los resultados del punto de Rs
polarizacibn de los transistores + - .
recogidos en la siguiente tabla: V,
R2$ R R.S Vo
NPN: NMOS: T
£

It =8.45 mA Ip=8.4 mA
Veg=3.13V Vps=6.8V -

a) Indique y justifique la region en la que se encuentra cada transistor.

b) Calcule la tensién de alimentacion del circuito Ve, el parametro 3 del transistor NPN, el
pardmetro W/L del transistor NMOS, la resistencia R1 y la potencia consumida por la
fuente de alimentacion V.

c) Representar el modelo de pequeia sefial del circuito.

d) Obtener la ganancia en tensién Vo/Vs y la ganancia en tensién maxima del circuito en
pequeia sefial.

G =2 1 =
mNPN — T =
Vr ImNPN

w
VT = 25.8mV gm,NMOS = ZKTIDQ

EJERCICIO 2

Sea la funcién logica de cuatro variables, definida por la siguiente expresién booleana y su
correspondiente primera forma canoénica:

fab,c,d)=abc(a+b+c)(b+(c®d)= Z m(1,2,6,7,9,12,13,14,15)

a) Escribala tabla de verdad de la funcion f.

b) Obtenga la forma mas simplificada posible de la funciéon f mediante el mapa de
Karnaugh

c) Implemente la funcion f:
1) Con las puertas ldgicas que desee. Se considerara errénea la respuesta si se
implementa una funcion f modificada erroneamente.
2) Con un unico tipo de puertay con el mismo numero de entradas para todas ellas.
3) Con un multiplexor de 4 entradas de control.
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e Rellene sus datos personales

e Esta hoja sera grapada a los folios con las soluciones correspondientes

e Comience cada ejercicio en cara nueva de folio

e Compruebe que tiene todas las cuestiones y ejercicios resueltos

o El examen debera ser escrito a boligrafo

e No usar boligrafo rojo ni Tipp-Ex

e Se puede utilizar calculadora pero debe ser NO programable

¢ No puede usarse ninguna hoja o documento que no sean lo que ha
proporcionado el profesorado

PARTE 2 NOTA
Cuestion 2 Ejercicio 3 Ejercicio 4 PARTE 2
[1.5 [2.25 /1
CUESTION 2

Dados los siguientes circuitos basados en un diodo zener (A), un led (B) y un fotodiodo (C):
Dc

Da Ds
-

VAT Ra VBT Rg = Rc

Va=5V,1a=0.2mA, Ra=7kQ V=4V, [g=19mA Rg=1.8kQl  Ic=4 pA Rc=56 k)

a) Indique la direccidn en la circulan las corrientes que atraviesan cada uno de los diodos.

b) Justifique la direccién de estas corrientes mediante la teoria de bandas y el movimiento
de los portadores (huecos y electrones). ;C6mo se han generado los portadores? ;A qué
se debe su movimiento?

c) Calcule la tension de ruptura del diodo zener y la tensién umbral del led.
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EJERCICIO 3

Sea el siguiente circuito basado en amplificadores operacionales y un diodo convencional:

D R;
¢ —\Wy
R4 é Rs
—\W
R1 V. -V
cc Io |' ref
V, | —=—IV

.||_

Vec=12V,Vge=-12V,R1 =15kQ, Rz =20k, R3 = 2.5k, R4 =10 kQ, Vier=5V
Diodo: tensién umbral Vy = 0.65V

a) Demuestre que el valor de la tensién de salida es independiente de la tensidén Vier
cuando el diodo no conduce.

b) ¢Para qué rango de tensiones de entrada el diodo conduce?

c) Calcular el valor de V, para cualquier valor de V;.

EJERCICIO 4

Dado el siguiente circuito basado en biestables tipo D y JK:

1
<€
5 a0 o 0o
—PCLK r>CLK |/>CLK

a) ¢Cudntos ciclos permitidos tiene este circuito? ;Cuales son?

CLK

b) ;Cudantos estados no permitidos tiene este circuito? ;Cuales son?

c) ¢Cuantos ciclos de reloj necesita el circuito para corregir cada uno de los estados no
permitidos? Justifique su respuesta.
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